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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing ferroelectric memory cells in accordance with the stack principle. 
According to said method, an adhesive layer (2, 3) is formed between a lower capacitor electrode (6) of a memory capacitor and a 
conductive plug (1), which is formed below said electrode and makes an electric connection between said capacitor electrode (6) 
and a transistor electrode of a selection transistor that is formed in or on a semiconductor wafer. An oxygen diffusion barrier (4, 5) 
is formed above the adhesive layer and once the ferroelectric has been deposited, the adhesive layer and the barrier are subjected to 
rapid thermal processing (RTP) in an oxygen atmosphere. The method is characterised by the following steps: (A) Determination 
of the oxygen speed of the adhesive layer (2, 3) and the diffusion coefficient (PoxygenCD) of oxygen in the material of the adhesive 
layer (2, 3), dependent on the temperature (T); (B) Determination of the diffusion coefficient (D snicon (T)) of silicon in the material of 
the adhesive layer (2, 3), dependent on the temperature and (C) Calculation of an optimal temperature range for the RTP step from 
the two diffusion coefficients, (Do*y 8eri (T)) and (Dsnicoa(T)) that have been determined tor a predetermined layer thickness ^barr) 
and layer width (I^arr) of the layer system consisting of the adhesive layer and the oxygen diffusion barrier, so that during the RTP 
step the siliconisation of the adhesive layer occurs more rapidly than its oxidation. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betritTt ein Verfahren zurHerstellung ferroelektrischerSpeicherzellen nach dem Stackprin- 
zip, wobei zwischen einer unteren Kondensatorelektrode (6) eines Speicherkondensators und einem darunter gebildeten leitenden 
Plug (1), der zur elektrischen Verbindung dieser Kondensatorelektrode (6) mit einer Transistorelektrode eines in oder auf einem 
Halbleiterwafer gebildeten Auswahltransistors dient, eine Haftschicht (2, 3) und uber der Haftschicht eine Sauerstoffdifrusionsbar- 
riere (4, 5) gebildet und nach der Abscheidung des Ferroelektrikums einem RTP-Schritt in einer Sauerstoffatmosphare unterworfen 
werden, wobei das Verfahren durch folgende Schritte gekennzeichnet ist: (A) Ermittlung der Oxidationsgeschwindigkeit der Haft- 
schicht (2, 3) und des Diffusions koeffizienten (D Sau€retoff <T)> von Sauerstoff im Material der Haftschicht (2, 3) in Abhangigkeit von 
der Temperatur (T); (B) Ermittlung des Diffusionskoeffizienten (DsiuziunxCO) von Silizium in dem Material der Haftschicht (2, 3) 
in Abhangigkeit von der Temperatur und (C) Berechnung eines optimalen Temperaturbereichs fur den RTP-Schritt aus den zuvor 
ermittelten beiden Diffusionskoeffizienten (D Sauerstoff (T) und D SllUium (T)) fur eine vorgegebene Schichtdicke (d BAR R) und Sauerstoff- 
diffusionsbarriere, so dass wahrend des RTP-Schritts die Silizidierung der Haftschicht schneller ablauft als ihrc Oxidation. 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing ferroelectric memory cells in accordance with the stack principle. 
According to said method, an adhesive layer (2, 3) is formed between a lower capacitor electrode (6) of a memory capacitor and a 
conductive plug (1), which is formed below said electrode and makes an electric connection between said capacitor electrode (6) 
and a transistor electrode of a selection transistor that is formed in or on a semiconductor wafer. An oxygen diffusion barrier (4, 5) 
is formed above the adhesive layer and once the ferroelectric has been deposited, the adhesive layer and the barrier are subjected to 
rapid thermal processing (RTP) in an oxygen atmosphere. The method is characterised by the following steps: (A) Determination 
of the oxygen speed of the adhesive layer (2, 3) and the diffusion coefficient (D Qxyf?cn (T)) of oxygen in the material of the adhesive 
layer (2, 3), dependent on the temperature (T); (B) Determination of the diffusion coefficient (D S j| icon (T)) of silicon in the material of 
the adhesive layer (2, 3), dependent on the temperature and (C) Calculation of an optimal temperature range for the RTP step from 
the two diffusion coefficients, (Do* y pen(T» and (D S iii C on(T» that have been determined for a predetermined layer thickness (d, lARK ) 
and layer width (b BARR ) of the layer system consisting of the adhesive layer and the oxygen diffusion barrier, so that during the RTP 
step the siliconisation of the adhesive layer occurs more rapidly than its oxidation. 
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(57) Zusamm en fassu fig: Die Erfmdung betrifft ein Vcrfahren zur Hcrstellung ferroclektrischer Speicherzeilcn nach dem Stackprin- 
zip, wobei zwischen einer unteren Kondensatorelcktrodc (6) eincs Speicherkondensators und eincm darunler gebildeten leitenden 
Plug (I ), der zur eleklrischcn Verbindung dieser Kondensalorelektrode (6) mil einer Transistoreleklrode eines in oder auT eincm 
Halbleilerwafer gebildeten Auswahltransistors diem, einc Haftschicht (2 ? 3) und iiber der Haftschicht eine Sauerstoffdiffusionsbar- 
riere (4, 5) gebildet und nach der Abscheidung des Ferroelektrikums einem RTP-Schrilt in einer Saucrstoffatmosphare unterworfen 
werden, wobei das Verfahren durch iblgende Schritle gekennzeichnet ist; (A) Errnittlung der Oxidationsgeschwindigkeii der Haft- 
schicht (2, 3) und des Diffusionskoeffizienten (D Saucrs1off <T)) von SauerstorT im Material der Haftschicht (2, 3) in Abhangigkeit von 
der Temperaiur (T); (B) Errnittlung des Diffusionskoeffizienien (D si(iziurn (T)) von Silizium in dem Materia) der Haftschicht (2, 3) 
in Abhangigkeit von der Temperatur und (C) Berechnung eines optimalen Temperaturbereichs fur den RTP-Schrilt aus den zuvor 
ermittelten beiden Diffusionskoefiizicnten (DwrstnfrCn unci D Sili/jmn ('r)) fur eine vorgegebene Schicliidicke (d BARR ) und Saucrstoff- 
dilTusionsbarrierc, so dass wahrend des RTP-Schritls die Silizidierung der Haftschicht schnelicr ablaufl als ihre Oxidation. 



